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Beschreibung 

Kratzfeste Beschichtung fur Halbleiterbauelemente . 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine kratzfeste Beschich- 
tung ftir Halbleiterbauelemente, die insbesondere als Auflage- 
flache fur Fingerabdruckmessung geeignet ist. 

Halbleiterbauelemente, die Umwel teinf lussen und insbesondere 
mechanischem Verschleiii ausgesetzt sind, benotigen eine be- 
sonders harte und kratzfeste Passivierung . Insbesondere bei 
Fingerabdrucksensoren tritt das Problem auf, dafi die fur die 
Auflage einer Fingerbire vorgesehene Auf lagef lache mechani- 
schem Verschleifi) ausgesetzt ist, der die Eigenschaf ten des 
Fingerabdrucksensors wesentlich verschlechtert . Bei Fingerab- 
drucksensoren, die nach dem kapazitiven Mefiverfahren arbei- 
ten, kommt es darauf an, dafi der Abstand zwischen einer auf- 
liegenden Fingerbire und Leiterebenen in dem Halbleiterbau- 
element des Sensors auch nach langerem Gebrauch des Sensors 
innerhalb enger Toleranzen konstant gehalten wird. Herkommli- 
che Passivierungsschichten aus Siliziumoxid oder Siliziumni- 
trid, wie sie ublicherweise in der Halbleitertechnologie ver- 
wendet werden, reichen bei einer starkeren Beanspruchung der 
Oberf lache der Bauelemente nicht aus. Die Verwendung dickerer 
Passivierungsschichten oder ublicher Passivierungsmaterialien 
wie zum Beispiel Polyimid reichen nicht aus, da durch dickere 
Passivierungen die Empf indlichkeit des Sensors herabgesetzt 
wird. 

Die Erprobung von Fingerabdrucksensoren, die mit ublichen 
Passivierungsschichten passiviert wurden, hat gezeigt, daij 
vor allem eine hohe Krat zf estigkeit der Fingerauf lagef lache 
derartiger Sensoren erforderlich ist. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Beschichtung 
ftir Halbleiterbauelemente anzugeben, die auch bei geringer 
Schichtdicke und hoher Beanspruchung ausreichend hart und 
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kratzfest ist, urn insbesondere auch bei Fingerabdrucksensoren 
eingesetzt warden zu konnen. 

Diese Aufgabe wird mit der Beschichtung mit den Merkmalen des 
Anspruchs 1 gelost. Ausgestaltungen ergeben sich aus den ab- 
hangigen Ansprlichen, 

Der erf indungsgemaBen Beschichtung liegt die Erkenntnis zu- 
grunde, dali Kratzer auf einer Passivierungsschicht vor allem 
durch Scherkrafte, die auf die Oberflache wirken, verursacht 
werden. Die er f indungsgemaiie Beschichtung ist eine Gleit- 
schicht, die die Eigenschaft hat, derartige Scherkrafte so- 
weit zu verringern, da/5 eine Beschadigung der Oberflache ver- 
hindert und die Abnutzung bei bestimmungsgeraaJ5em Gebrauch 
stark reduziert wird. Da diese Gleitschicht sehr dunn aufge- 
bracht werden kann, wird bei deren Verwendung die Empfind- 
lichkeit des kapazitiv itiessenden Sensors nicht herabgesetzt • 
Diese Gleitschicht wird vorzugsweise auf eine iibliche Passi- 
vierungsschicht aus einem Oxid und/oder einem Nitrid aufge- 
bracht . 

In der beigeftlgten Figur ist ein typischer Schichtauf bau ei- 
nes kapazitiv messenden Sensors auf Halbleitermaterial im 
Querschnitt dargestellt. 

Eine Leiterschicht 1, die zum Beispiel bei einem Fingerab- 
drucksensor in eine Vielzahl rasterformig angeordneter Lei- 
terflachen, die Bildpunkten entsprechen, aufgeteilt sein 
kann, befindet sich an der Oberseite eines Halbleiterbauele- 
mentes 2, das in der Figur ohne Struktur nur im Ausschnitt 
angedeutet ist. Die Leiterschicht 1 ist mit einer Passivie- 
rungsschicht 3 bedeckt, die zum Beispiel Polyimid oder eine 
Einfach- oder Doppelschicht aus Siliziumoxid und/oder Silizi- 
umnitrid sein kann. Diese Passivierungsschicht 3 sorgt dafur, 
daU die Leiterschicht 1 elektrisch isoliert, mechanisch ge- 
schutzt und in einem konstanten Abstand zu der aufieren Ober- 
flache des Bauelementes gehalten wird. Um die Oberseite der 
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Passivierungsschicht 3 vor Kratzern und mechanischein Abrieb 
2U schUtzen, ist erf indungsgemali die Gleitschicht 4 aufge- 
bracht, deren Oberseite beispielsweise bei eineiti Fingerab- 
drucksensor die Auf lagef lache 5 fur eine Fingerbire dar- 



Als Material fur die Gleitschicht kommen vorzugsweise Fette, 
Ole, grenz-/oberf lachenaktive Substanzen (Tenside) und/oder 
Wachse bevorzugt infrage. Soil die Gleitschicht vor dem Ein- 
bau des Bauelementes in ein Gehause aufgebracht warden, muJi 
wegen der hoheren Temperaturbeanspruchung in der Regel auf 
temperaturbestandigere Materialien fur die Gleitschicht zu- 
riickgegrif f en werden. Das konnen unter anderem synthetische 
Ole Oder Fette (zum Beispiel Silikonol) oder synthetische 
Wachse (zum Beispiel Teflonwachs) oder dunne Schichten aus 
einem Material der Polytetraf luorathylengruppe (zum Beispiel 
Teflon) sein. In der Stoffgruppe der Tenside zeigen Perfluor- 
polyether sehr gute mechanische Stabilitat und chemische Re~ 
sistenz. In einem besonders bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel 
der erf indungsgemaJJen Gleitschicht wird diese gebildet durch 
eine Emulsion aus: Wasser, Paraffinol, Propylenglykol, Stea- 
rinsaure, Palmitinsaure, TEA (Triethylamin) , Bienenwachs, 
Carbormer 954, Methylparaben und Propylparaben. Parfum kann 
bedenkenlos zugesetzt werden. 



stent. 
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Patentanspruche 

!• Oberf lachenbeschichtung ftir Halbleiterbauelemente, die als 
Gleitschicht aus einem Material aus der Gruppe von Fatten, 
5 Olen, Tensiden und Wachsen oder einer Koitibination dieser Ma- 
terialien gebildet wird. 

2. Oberf lachenbeschichtung nach Anspruch 1, 
bei dem die Gleitschicht ein Silikonol enthalt. 

10 

3. Oberf lachenbeschichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
bei dem die Gleitschicht ein Teflonwachs enthalt. 

4. Oberf lachenbeschichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
15 bei dem die Gleitschicht ein Material aus der Polytetraf luo- 

rathylengruppe enthalt . 

5. Oberf lachenbeschichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
bei dem die Gleitschicht einen Perf luorpolyether enthalt • 

20 

6. Oberf lachenbeschichtung nach Anspruch 1, 

bei dem die Gleitschicht eine Emulsion aus Wasser, Paraffin- 
51, Propylenglykol, Stearinsaure, Palmitinsaure, TEA, Bienen- 
wachs, Carbomer 954, Methylparaben und Propylparaben ist. 




7. Oberf lachenbeschichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
bei der die Gleitschicht einen oberen Anteil einer mehrlagi- 
gen Passivierungsschicht bildet, die eine Siliziumoxid- 
schicht, eine Siliziumnitridschicht oder eine Siliziumoxid- 
30 schicht und eine Siliziumnitridschicht umfalit. 
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Zusammenf assung 

Kratzfeste Beschichtung fur Halbleiterbauelemente-. 

5 Zur Erhohung der Krat zf estigkeit einer Oberf lachenpassivie- 
rung, insbesondere fUr Fingerabdrucksensoren, wird eine die 
Fehlkrafte vermindernde Gleitschicht aus Fett, 01, Tenside 
und/oder Wachs aufgebracht. Bevorzugt geeignet ist eine Emul- 
sion aus Wasser, Paraffinol, Propylenglykol, Stearinsaure, 
10 Palmitinsaure, TEA, Bienenwachs, Carbomer 954, Methylparaben, 
Propylparaben und gegebenenf alls Parfum. 
Figur 1 



